SF 136 - SF 137

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren
fGr HF-Verstarker und allgemeine Anwendung

Bauform 2 TO18

Warmewiderstand Rihie < 0,5 K/mW
Rebje < 0,15 KfmW

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich

SF 137 SF 136
Ucso 20V 40V
Uceo 12V 20V
Ueso 5V
Ic 200 mA
s 20 mA
Piot 300 mW (bei %o = 25 °C)
9, 4-175 *°C
o —~40 °C bis +125°C
Statische Kennwerte (9, =25°C - 5K)
lcso (bei Ucg ==20V) < 100 nA (SF 136)
(bei Ucs == 40V) <100 nA (SF 137)
leBO (bei Ues = 5V) <100 nA
Ueryceo (bei Ic = 10 mA) = 12 V (SF 136)
= 10 mA) = 20 V (SF 137)
UcCEsan (bei Ic == 10 mA) s 03V
h21e (bei Uce = 1V, Ic = 10 mA) Gruppe A 184
B 28 ..
5 B8
D Ve v
& 224 ...
F 450 .. .1

Dynamische Kennwerte (%2 =25 °C - 5K)

35
71
140
280
560
120

fr (bei Uce =10V, lc =10 mA, f = 100 MHz) = 300 MH:z
F (bei Uce = 6V, Ic = 0,2 mA, 7,3dB (SF 136)
f==1kHz, Rg=5000Q) 7,5dB (SF 137)

(bei Uce == 10V, Ic = 5 mA,
f =4 36 MHz, Rg = 240 Q)

typ. 5,6 dB



